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(54) 리소그래픽 투사용 3-거울 시스템과, 그와 같은 거울 시스템을포함하는 투사 장치

요약

EUV 조사에 의해 기판상에 마스크 패턴을 투사하기 위한 투사 시스템이 개시되며, 이 투사 시트템은 제1 
오목 거울(1), 볼록 거울(2), 제2 오목 거울(3)을 연속으로 포함한다. 상기 시스템은 L이 시스템의 길이
일 때 적어도 +1/2 L과 동일한 길이의 초점 길이를 가지며, 오브젝트 면(V)을 통과하는 오브젝트 빔(b)의 
주선은 광축(OO')을 향해 경사져 있으므로, 제1 오목 거울(1)이 비교적 적당한 크기를 가지며 오목 거울
(1, 3)의 축 위치가 대략 동일하여 이들 거울들이 공동 지지물상에 설치될 수 있는 소형 시스템이 얻어진
다.

대표도

도1

색인어

오목 거울, 볼록 거울, 오브젝트 면, 오브젝트 빔

명세서

기술분야

본 발명은 마스크내에 존재하는 마스크 패턴이 EUV 조사에 민감한 층을 갖는 기판상에 촬상되는, EUV 조
사원을 포함하는, 스텝 앤드 스캔 리소그래픽 투사 장치용 투사 시스템에 관한 것으로, 상기 투사 시스템
은 1/4의 배율과 0.1의 수치 개구(NA)를 가지며, 마스크측에서 기판측으로, 제1 오목 거울, 볼록 거울, 
제2 오목 거울을 연속으로 포함한다.

또한,  본  발명은  그와  같은  투사  시스템을  포함하는  스텝  앤드  스캔  리소그래픽  투사  장치에  관한 
것이다.

배경기술

이러한 유형의 투사 시스템은 미국 특허 제5,220,590호의 연속 출원인 미국 특허 제5,353,322호에 공지되
어 있다. 이들 특허는 극자외선(이하, EUV 조사라 함)이 마스크 패턴을 기판상에 촬상하는데 사용되는 리
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소그래픽 투사 장치에 사용하기 위한 3개의 곡면 미러를 갖춘 되는 투사 장치에 관한 것이다. 소프트 X선 
조사라고도 불리며 2nm에서 20nm 사이의 파장을 갖는 EUV 조사는 0.1㎛ 이하 정도의 극소한 세부가 이 조
사로 만족스럽게 촬상될 수 있다는 커다란 이점을 갖는다. 즉, EUV 조사를 이용한 촬상 시스템은 시스템
의 수치 개구(NA)가 매우 크게 되지 않으면서 매우 높은 해상력을 가져, 시스템의 초점의 깊이가 여전히 
상당히 큰 값이 되도록 한다.

3-거울 시스템은 다음의 조건이 만족되는 설계를 갖는 미국 특허 제5,220,290호에 개시되어 있다.

- 상기 시스템은 기판 홀더와 마스크 홀더를 움직이는데 충분한 공간을 갖도록 10 내지 112nm의 정도의 
충분히 큰 자유 동작 간격을 가져야만 한다.

- 상기 목적은 소위 펫즈발(Petzval) 합이 0이 되도록 해야만 하고,

- 수치 개구는 적어도 0.05이어야 한다.

가능 실시예를 특징짓는 미국 특허 제5,220,290호에 사용된 파라미터들은 제1 오목 거울, 볼록 거울, 제2 
오목 거울 각각의 배율 m1, m2, m3이며, 이들 실시예들은 배율 m2가 X축상에 정해지고 비율 m1/m3이 Y축상

에 정해지는 좌표의 X-Y 시스템내에서 포인트로 도시된다. 전체 실시예는 전(全) 영역 조명, 즉 마스크 
패턴의 전 영역이 동시에 조명되고 이들 영역들이 기판의 IC 영역상에 동시에 촬상되는 것을 위해 의도된
다. 이와 같은 조명은 스텝퍼(stepper)로서 공지된 리소그래픽 투사 장치에 사용된다. 기판의 제1 IC 영
역이 이와 같은 장치에서 조명된 후, 기판 홀더는 후속하는 IC 영역이 마스크 패턴 및 투사 시스템의 아
래에 위치하는 방식으로 이동되며, 그 후 기판의 전체 IC 영역이 마스크 패턴과 함께 조명될 때까지 이 
영역이 조명된다.

소자들의 크기를 축소하고 IC의 표면을 증가시킴으로써 IC가 많은 수의 소자들을 갖는 필요성을 충족시키
도록 한다. 이는 투사 시스템의 촬상 영역이 증가되어야 함을 의미한다. 예를 들어 248nm의 파장에서의 
소위 원자외(deep-UV) 조사와, 예를 들어 0.5인 높은 NA를 갖는 투사 렌즈 시스템이 사용되는 리소그래픽 
장치에서, 실질적으로 미해결의 NA의 동시 증가의 문제와 촬상 영역은 스테핑 장치에서 스텝 앤드 스캔 
장치로 변화시킴으로써 회피되었다. 이와 같은 장치에서, 마스크 패턴의 직사각형 또는 원형 세그먼트와 
또한 기판상의 IC 영역의 직사각형 또여 이동하고, 투사 시스템의 배율을 고려하면서, 마스크 패턴과 기
판은 조명 빔을 통해 동기하여 이동한다. 마스크 패턴의 상이한 원형 세그먼트는 그후 관련 IC 영역의 대
응하는 세그먼트상에 매번 촬상된다. 이와 같은 방법으로 전체 마스크 패턴이 촬상된 후, 기판 홀더는 후
속하는 IC 영역의 처음이 투사빔에 도입되고 마스크가 그 초기 위치에 설정되는 스테핑 이동을 실행하고, 
그 후 후속하는 IC 영역은 마스크 패턴을 거쳐 스캔-조명된다. 이 스캔-이미징 방법은 또한 EUV 조사가 
투사 조사로서 사용되는 리소그래픽 투사 장치에 아주 유리하게 사용될 수 있다.

미국 특허 제5,220,590호에 개시된 전체 투사 시스템은 스테핑 장치용으로 사용되는데, 스텝 앤드 스캔 
장치의 실시예는 개시되어 있지 않다. 그러나, 그와 같은 실시예는 미국 특허 제5,353,322호, 즉 '렌즈 
시스템 80'에 개시되어 있으며, 도 6에 도시되어 있다. 3개의 비점수차면을 갖는 이 3-거울 시스템은 0.1
인 충분히 큰 NA와, 최종 거울간의 충분히 작은 간격을 가지며, 상기 시스템의 동일한 쪽에 마스크와 기
판이 위치되는 이점을 갖는다. 원형 세그먼트 조명이 사용되므로, 물리적 조래개가 시스템내에 설치될 수 
있다. 그러나, 미국 특허 제5,353,322호에 따르면, 제1 오목 거울상에 입사된 오브젝트 빔의 주선(主線)
은 상기 시스템의 광축에 대해 7°의 각도로 분기되어야 하고, 시스템은 비교적 큰 전력을 가져야 하며, 
그것은 시스템의 총 초점 길이의 역이다. 이 초점 거리는 -620nm와 같고, 이는 대략 -1/2L과 대응하며, 
여기서 L은 시스템의 길이이다. 입사의 분기 방향 때문에, 제1 오목 거울은 매우 큰 직경을 가져야만 하
고, 이 거울은 매우 큰 비점수차를 가져야만 한다. 표면의 비점수차는 비점수차면에 가장 잘 맞추는 구형 
표면에 대한 이 표면의 가장 큰 편차를 의미하는 것으로 이해된다. 미국 특허 제5,353,322호에 개시된 시
스템(80)에서, 제1 오목 거울, 볼록 거울, 제2 오목 거울은 비점수차가 표면 전체에 걸쳐 측정된다면 각
각 420㎛,  55㎛,  12㎛의 비점수차를 갖는다.  큰 비점수차를 갖는 큰 제1  거울로 인해,  미국 특허 제
5,353,322호에 따라 스캐닝 투사용 3-거울 시스템을 제조하는 것이 곤란하다.

발명의 상세한 설명

본 발명의 목적은 비교적 간단한 방법으로 제조될 수 있는 서두에 언급된 유형의 3-거울 투사 시스템을 
제공하는데 있다. 이 투사 시스템은, L이 시스템의 총 길이일 때 상기 시스템이 적어도 +1/2 L의 초점 길
이를 가지며, 제1 오목 거울에 입사된 오브젝트 빔의 주선이 상기 시스템의 광축을 향해 경사지는 것을 
특징으로 한다.

본 발명은 더 크고 포지티브 초점 길이와, 투사 시스템의 더 작은 총 전력을 선택함으로써, 제1 오목 거
울에 입사된 오브젝트 빔의 주선이 상기 시스템의 광축 방향으로 약간 경사지고 미국 특허 제5,353,322호
에 개시된 실시예(80)에서와 같이, 이 광축으로부터 많이 멀어지지 않는다는 인식에 기초한다. 따라서, 
제1 오목 거울은 상당히 작은 직경과 비점수차를 가질 수 있고, 반면 물리적 조리개는 여전히 상기 시스
템에 설치될 수 있다.

본 발명에 따른 거울 시스템의 실시예들이 미국 특허 제5,353,322호에 의해 개시되어 있을지라도, 도 3의 
이들 실시예들에 의해 표시된 포인트들은 m축 하에서 미국 특허 제5,353,322호에 따른 적절한 설계의 영
역(50)의 우측에 비교적 근접되어 있다.

미국 특허 제5,353,322호는 리소그래픽 투사 장치에 사용하기 위한 3-거울 시스템을 개시하고 있다. 그러
나, 이들 거울 시스템은 0.05 이하의 매우 작은 NA를 가지며 이들 모두는 전 영역 조명을 위해 쓰인다. 
즉, 스캐닝 장치에 사용하지 않는다. 거울 시스템이 스캐닝 장치에 적합하게 될 수 있다는 일반적인 견해
가 미국 특허 제5,153,898호에 제시되어 있지만, 이런 응용분야에 적합한 거울 시스템의 설계는 제시되어 
있지 않다. 마스크와 제1 오목 거울 등 시스템의 가장 멀리 떨어진 소자간의 축 간격은 1 내지 수 미터 
이상의 정도로 매우 크다. 더욱이, 실제로, 제4 편향 거울은 기판 홀더가 소망의 이동을 실행할 수 있는 
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것을 성취하기 위해 항상 필요하게 될 것이다. 미국 특허 제5,353,322호는 시스템이도 3에서 PA1-PA4로 표

시되어 있는 미국 특허 제5,153,898호의 투사 시스템을 개시하고 있다. 이들 포인트들은 본 발명의 거울 
시스템의 실시예들과 관련된 포인트들과는 완전히 상이한 영역에 위치된다.

이 거울 시스템은 제1 및 제2 볼록 거울이 대략 축 위치와 동일하게 위치하고 있는 것을 바람직하게 또다
른 특징으로 하고 있다.

허용 오차와 조립의 관점으로부터, 이는 예를 들어, 이들 거울들이 상호 안정성을 가지고 지지물에 설치
될 수 있기 때문에 매우 유리하다

상기 거울 시스템의 제1 실시예는 시스템의 오브젝트 면과 이 시스템의 중심간의 축 간격이 볼록 거울과 
시스템의 중앙간의 축 간격보다 더 큰 것을 특징으로 한다.

이 실시예에서, 오브젝트 면에 위치되는 마스크는 큰 간격 사이의 그 고유  면에서 그리고 이미징 빔을 
방해하지 않고 볼록 거울 아래에서 이동할 수 있다.

상기 거울 시스템의 제2 실시예는 오브젝트 면에서 오브젝트 빔의 주선이 이 면에 남겨지는 경우의 포인
트와 볼록 거울간의 간격이 이 간격의 방향에서 마스크의 크기에 적어도 동일한 것을 특징으로 한다.

이 시스템에서, 전체 마스크 패턴을 투사하는데 필요한 마스크의 이동은 이미징 빔을 방해하지 않고 실행
될 수 있다.

본 발명은 또한 EUV 조사원, 마스크를 수용하기 위한 마스크 홀더, 기판을 수용하기 위한 기판 홀더, 기
판상에 마스크 패턴을 이미징하기 위한 3-거울 투사 시스템을 포함하는 스텝 앤드 스캔 리소그래픽 투사 
장치에 관한 것이다. 이 장치는 상술한 바와 같이 투사 시스템이 구성되며 상기 EUV 조사원에 의해 조사
되고 마스크 상에 입사된 빔의 주선이 투사 시스템의 광축으로 경사져 있다.

본 장치의 제1 실시예는 기판 홀더의 상부면과 볼록 렌즈 사이의 축 간격이 마스크 테이블 플러스 홀더의 
크기와 축 방향으로 적어도 동일한 것을 또다른 특징으로 한다.

본 실시예에서, 마스크 테이블은 장치의 소형의 구성을 가능하게 하도록 기판과 오목 렌즈간에 설치될 수 
있다.

상기 장치의 제2 실시예는 마스크의 면에서, 상기 EUV 조사원에 의해 조사된 빔의 주선이 마스크상에 입
사되는 경우의 포인트와 볼록 거울간의 간격이 이 간격의 방향으로 마스크의 크기와 적어도 동일한 것을 
또다른 특징으로 한다.

게다가, 마스크의 이동에 필요한 충분한 공간이 있고, 또한 거울 시스템과 각종 측정용 센서를 제공하기 
위한 기판 표면간의 공간도 있다.

본 발명의 이러한 그리고 다른 형태는 이하 설명하는 실시예들을 참조함으로써 분명해지고 명료해질 것이
다.

도면의 간단한 설명

도 1은 거울 투사 시스템의 제1 실시예를 도시한 도면.

도 2는 그와 같은 시스템의 제2 실시예를 도시한 도면.

도 3은 그와 같은 시스템을 포함하는 리소그래픽 투사 장치를 개략적으로 도시한 도면.

실시예

이들 도면에서, 대응하는 소자들은 동일한 참조 번호를 갖는다.

도 1에서, 제1 오목 거울은 참조 번호 1로 표시되고, 볼록 거울은 참조 번호 2로 표시되고, 제2 오목 거
울은 참조 번호 3으로 표시된다. 거울 시스템의 오브젝트 면은 참조 번호 4로 표시된다. 상기 시스템이 
사용될 때, 마스크(10)는 이 오브젝트 면에 배치된다. 상기 시스템의 광축은 OO'로 표시된다.

EUV 조사원(도시 안됨)으로부터 조사된, 원형 세그먼트 형태의 단면을 갖는 조명빔(b1)은 최대 몇 도인 작

은 각도로 오브젝트 면에 입사되는데, 이 빔의 주선(主線)(h)은 광축을 향해 경사져 있다. 오브젝트 면에 
배치된 반사 마스크는 이 빔을 오브젝트 빔(b2)으로서 제1 오목 거울(1)로 반사한다. 이 거울은 상기 빔을 

실질적인 평행빔(b3)으로서 볼록 거울(2)로 반사하고, 이 빔을 분기빔(b4)으로서 제2 오목 거울(3)로 보낸

다. 최종적으로, 제2 오목 거울(3)은 조사 감응층(8)이 제공된 기판(7)이 사용중 위치된 오브젝트 면(5)
에 이 빔을 오브젝트 빔(b5)으로서 초점을 맞춘다.

상기 시스템은, 예를 들어 빔(b4, b5)이 서로 가까이 확장함에도 불구하고, 이 빔의 주선이 광축(OO')을 

가로지르는 경우 빔(b)내에 조리개를 위한 공간이 있는 방식으로 설계된다. 공지된 바와 같이, 그와 같은 
조리개는 오브젝트 면(5)에 형성된 촬상의 콘트라스트가 증가하도록, 산란된 조사와 원하지 않는 반사에 
의해 야기된 조사가 오브젝트 빔(b)에 도달하는 것을 방지한다. 모든 거울 표면은 상기 시스템이 수차에 
대해 적절히 보정되고 또한 대부분 왜상 수차(distortion)가 없도록 비점수차면이다.

조명빔(b)의 선택된 방향 때문에, 즉, 이 방향은 상기 시스템을 통해 이미징 빔에 의해 움직인 경로에 영
향을 주고 상기 시스템의 총 초점 길이의 역(逆)인 광력을 결정하므로, 제1 오목 거울의 크기가 제한될 
수 있다. 이 거울이 가져야만 하는 구면도가 그에 의해 제한될 수 있다. 더욱이, 2개의 오목 거울(1, 3)
은 그 결과 실질적으로 동일한 축 위치, 즉 광축(OO')상에 투사된 바와 같은 위치에 배치될 수 있다. 허
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용 오차와 조립의 관점에 있어서, 이는 매우 유리하다. 상기 거울들은 서로에 대해 충분히 고정되도록 예
를 들어 공통 지지물상에 설치될 수 있다.

반사 마스크 때신에 투과 마스크도 사용될 수 있다. 그 때 조사원은 오브젝트 면(4)의 우측에 설치되어야 
한다. 그러나, EUV 조사를 위한 반사 마스크는 그와 같은 조사를 위한 투과 마스크보다 제조가 더 용이하
다.

다음의 표는 도  1에  도시된 바와 같은 거울 시스템의 일  실시예의 관련 파라미터들의 값을 도시하고 
있다. 이들 파라미터들은,

- 축 간격, 즉,

오브젝트 면과 오목 거울(1)간의 d1,

오목 거울(1)과 볼록 거울(2)간의 d2,

볼록 거울(2)과 눈동자(조리개)(6)간의 d3,

눈동자(6)와 오목 거울(3)간의 d4,

오목 거울(3)과  촬상면(5)간의 d5,

- 만곡(彎曲) 반경, 즉

오목 거울(1)의 R1,

볼록 거울(2)의 R2,

오목 거울(3)의 R3,

- 공지된 일련의 전개의 짝수항 a2, a4, a6, a8, 즉,

이며, 이들은 비점수차면의 변화를 설명한다.

[표 1]
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상기 시스템은 -0.25의 배율, 0.10의 수치 개구를 가지며, 촬상면(5)의 영역에서의 이미지의 원형 세그먼
트는 이 면이 0.8mm의 폭을 갖는 원형 세그먼트형 스폿으로 스캐닝되도록 46.1mm의 내부 반경, 46.9mm의 
외부 반경을 갖는다. 이 스폿의 길이나 평수는 20-25mm 정도이다. 거울의 전체 표면에 걸쳐 측정된 비점
수차(Easf)는 거울(1, 2, 3)에 대해 각각 85㎛, 35㎛, 4㎛이다. 상기 시스템의 광축을 따라 측정된 총 길

이(도 1에서 l1)는 대략 770mm이고, 광축에 대해 직각 방향의 촬상 포인트와 오브젝트 포인트간의 간격(도 

1에서 l2)은 대략 350mm이다. 상기 시스템은 13nm의 파장을 갖는 조사에 의해 이미지 형성을 위해 의도되

며, 상기 거울들은 이 목적을 위해 가능한 한 충분히 이 파장의 조사를 반사하는 다층 패킷과 함께 공지
된 방법으로 제공된다.

도 2는 본 발명에 따른 투사 시스템의 제2 설계를 도시한다. 이 설계는 볼록 렌즈(2)와 촬상면(5)간의 간
격, 즉 자유 동작 간격이 증가하고 조명빔(b1)이 오브젝트 빔(4)에 입사되는 광축(OO')에 대한 각도가 약

간 더 작은 도 1의 것과는 상이하다. 더욱이, 상기 시스템은 도 1의 것보다 상당히 작은 불과 50mm의 길
이(l1)를 갖는다. 크기(l2)는 대략 40mm이며, 이는 도 1에서 보다 약간 더 크다. 배율은 다시 -0.25이고 

수치  개구(NA)는  0.10이다.  촬상면에  투사된  촬상  스폿의  내부  반경은  이제  79.1mm이고  외부  반경은 
79.9mm이다. 표 2는 이 시스템의 파라미터들의 값을 도시한다.

[표 2]

거울의 전체 표면에 걸쳐 측정된 비점수차는 거울(1, 2, 3)에 대해 각각 55㎛, 23㎛, 2.5㎛이다.

도 3은 마스크내에 존재하는 마스크 패턴을 EUV 조사에 민감한 층(16)을 갖는 기판상에 이미징하기 위한 
본 발명에 따른 거울 시스템을 포함하는 스텝 앤드 스캔 리소그래픽 장치의 일 실시예를 개략적으로 도시
하고 있다. 상기 장치는 EUV 조사원을 수용하는 개략 도시된 조명 유닛(20)과, 원형 세그먼트의 형태의 
단면을 갖는 EUV 조명빔을 형성하기 위한 광학 시스템을 포함한다. 촬상될 반사 마스크 등의 마스크는 마
스크 테이블(25)의 일부인 마스크 홀더상에 제공되고 그에 의해 상기 마스크가 스캐닝 방향(30)으로 이동
될 수 있고, 가능한 한 스캐닝 방향에 수직인 방향으로 마스크 패턴의 모든 영역이 조명빔(b1)에 의해 형

성된 조명 스폿 아래 위치될 수 있다. 기판(15)은 기판 스테이지(29)에 의해 지지되는 기판 홀더(27)상에 
설치된다. 상기 스테이지(29)는 스캐닝 방향(X 방향) 및 그에 수직인 Y 방향으로 기판을 움직일 수 있다.

더욱이, 기판은 Z 방향(광축 OO'의 방향)으로 이동 되고 Z축을 중심으로 회전될 수 있다. 정교한 장치에 
있어서, 기판은 또한 X축 및 Y축에 대해 경사질 수 있다. 스텝 앤드 스캔 장치의 더 상세한 설명을 위해, 
PCT 특허 출원 WO 97/33204(PHQ 96.004)가 예로서 참조된다.

오브젝트 면과 촬상면은 투사 시스템의 동일한 쪽에 위치되므로, 마스크와 기판은 중력의 영향하에서 그
들의 지지물상에 평평하게 되도록 수평면(XY)으로 높여질 수 있고, 이는 EUV 리소그래픽 투사 장치에서 
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매우 중요하다.

도 3에 도시된 바와 같이, 거울(2, 3)은 실질적으로 동일한 높이에 위치한다. 이는 공통 크기의 밀접한 
관계로 2개의 거울 표면을 공동으로 설치하는 가능성을 제공하여 이들 거울이 서로에 대해 잘 고정되도록 
한다. 더욱이, 투사 시스템이 실제로 프레임에 정밀하게 설치될 영역에서 거울(2)에 대한 거울(1, 3)의 
원하지 않는 회전은 투사 시스템의 움직임에 무시해도 좋은 영향을 미친다. 

도 3의 장치는 거울(2)로부터 비교적 큰 간격으로 오브젝트 면이 놓여져 있는, 도 2에 따른 투사 시스템
을 포함한다. 이는 오브젝트(b5)의 경로에 근접하여 거울(2) 아래의 마스크 테이블을 제공하는 가능성을 

제공한다. 장치가 소형으로 실행될 수 있도록, 투사 시스템에 대한 마스크의 필요한 움직임을 위한 더 많
은 공간을 확보할 필요가 없다.

렌즈 시스템이 투사 시스템으로서 사용되는, 스테핑 장치 및 스텝 앤드 스캔 장치의 현행 실시예에서, 미
국 특허 제5,191,200호(PHQ 91.007)에 개시된 높이 및 레벨 센서 및/또는 미국 특허 제5,144,363호(PHQ 
90.003)에 개시된 촬상 센서 등의 광학 센서는 투사 시스템의 최종 렌즈와 기판 사이의 공간에 설치되어 
있다. 그와 같은 또는 다른 센서도 또한 EUV 투사 장치에서 기판과 거울(2) 사이에 설치된다면, 마스크 
테이블은 거울(2) 아래에 위치할 수 없다. 그러나, 도 1의 투사 시스템은 사용될 수 있다. 이 시스템은 
거울(2)의 한쪽 끝과 오브젝트 영역(V) 사이의 간격(e)이 예를 들어 200mm으로 충분히 작아 마스크가 스
캐닝 이동을 실행 가능케 하는 방법으로 설계된다. 원칙적으로, 도 1에 도시된 투사 시스템을 포함하는 
스텝 앤드 스캔 장치는도 3에 도시된 것과 동일한 구조를 갖는다. 차이는 단지 투사 시스템 자체에 있으
며, 마스크 테이블의 수평 위치에 있다.

EUV 리소그래픽 투사 장치는 액정 디스플레이 패널, 집적된 또는 완전한 광학 시스템, 자기 헤드, 자기 
도메인 메모리용 유도 및 검출 패턴 등의 IC 제조에 사용될 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

마스크내에 존재하는 마스크 패턴이 EUV 조사에 민감한 층을 갖는 기판상에 촬상되는 EUV 조사원을 포함
하며, 1/4의 배율(M)과 0.1의 수치 개구(NA)를 가지며, 마스크측에서 기판측으로, 제1 오목 거울, 볼록 
거울,  제2  오목  거울을  연속으로  포함하는  스텝  앤드  스캔  리소그래픽  투사  장치용  투사  시스템에 
있어서,

상기 시스템은 적어도 +1/2 L의 초점 길이(f)를 가지며, 여기서, L은 상기 시스템의 총 길이이고, 상기 
제1 오목 거울에 입사된 오브젝트 빔의 주선(主線)이 상기 시스템의 광축을 향해 경사져 있는 것을 특징
으로 하는 스텝 앤드 스캔 리소그래픽 투사 장치용 투사 시스템.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 제1 및 제2 오물 거울은 대략 동일한 축 위치에 놓여져 있는 것을 특징으로 하는 
스텝 앤드 스캔 리소그래픽 투사 장치용 투사 시스템.

청구항 3 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 시스템의 오브젝트 면과 상기 시스템의 중앙간의 축 간격은 상기 
볼록 거울과 상기 시스템의 중앙간의 축 간격 보다 더 긴 것을 특징으로 하는 스텝 앤드 스캔 리소그래픽 
투사 장치용 투사 시스템.

청구항 4 

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 오브젝트 면에서, 상기 오브젝트 빔의 상기 주선이 상기 오브젝트 
면을 떠나는 포인트와 상기 볼록 거울 사이의 간격은 상기 간격의 방향으로 상기 마스크의 크기와 적어도 
같은 것을 특징으로 하는 스텝 앤드 스캔 리소그래픽 투사 장치용 투사 시스템.

청구항 5 

EUV 조사원, 마스크를 수용하기 위한 마스크 홀더, 기판을 수용하기 위한 기판 홀더, 마스크내에 존재하
는 마스크 패턴을 기판상에 촬상하기 위한 3-거울 투사 시스템을 포함하는 스텝 앤드 스캔 리소그래픽 투
사 장치에 있어서,

상기 투사 시스템은 제 1 항 내지 제 4 항중 어느 한 항에 따른 시스템이며, 상기 EUV 조사원에 의해 조
사되고 상기 마스크에 입사된 빔의 주선은 상기 투사 시스템의 광축을 향해 경사져 있는 것을 특징으로 
하는 스텝 앤드 스캔 리소그래픽 투사 장치.

청구항 6 

제 5 항에 있어서, 상기 기판 홀더의 상부면과 볼록 렌즈간의 축 간격은 축 방향으로 마스크 테이블 플러
스 홀더의 크기와 적어도 같은 것을 특징으로 하는 스텝 앤드 스캔 리소그래픽 투사 장치.

청구항 7 

제 5 항에 있어서, 상기 EUV 조사원에 의해 조사된 빔의 주선이 상기 마스크상에 입사되는 포인트와 상기 
볼록 거울간의 간격은 상기 간격의 방향으로 상기 마스크의 크기와 적어도 같은 것을 특징으로 하는 스텝 
앤드 스캔 리소그래픽 투사 장치.
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